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OZET

MIKRO BATARYA ICiN INCE KATOT

Bulus, bataryalar ve bunlarin olugturulmasina yonelik bir yontem olup, lityum anot (102), yuksek
lityurn iyon ve oksijen gozunurlugune sahip elektrolit (104) ve bir althk {(110) Uizerine olusturulan
ince grafen katodu (108) igermektedir. Lityum iyonlar, ince grafen katodun (108) bir yuzeyinde
Li-O2yi olusturmak igin elektrolit (104) vasitasiyla lityum anottan {102) geg¢is yapmaktadr.
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ISTEMLER

Bir batarya (100) olup, dzellidi;

¢ lityum anot (102),

o ylksek lityum iyon ve oksijen cozunurlugine sahip elektrolit (104),

o lityum anottaki (102) lityum iyonlarninin, elektrolitten (104) gecerek ylzeyinde LixO2
olusturduklari, bir althk {110) Uzerinde formlandirilan ince grafen katot {108)

icermesidir.

istem 1'e gore batarya (100) olup, dzelli§i; ince grafen katodun (108), tek katmanl ve gift

katmanli grafen igeren gruptan secilen bir malzeme olmasidir.

Istem 1°e gore batarya (100) olup, dzelligi; elektrolitin (104), 1,2-dimetoksietan icermesidir.

Istem 1:e gore batarya (100) olup, dzellidi; elektrolitin (104), tetraetilen glikol dimetil eter

icermesidir.

Istem 1°e gore batarya (100) olup ozelligi; elektrolitin (104), LiINOs; ve (Lityum Bis

(triflorometansulfonil)imide)den olugan gruptan secilen bir ¢ozluineni icermesidir.

istem 1-e gore batarya (100) olup, dzelligi; katot (108) ve bir seperator (108) arasinda veya

katot (108) ve elektrolit (104} arasinda konumlandirilan akim toplayici (107) icermesidir.

istem 6'ya gore batarya (100) olup, dzelligi; akim toplayicinin (107), paslanmaz gelik ve
titanyumdan olusan bir gruptan secilen bir malzemeden olugturulan ve 38 pm'den daha

kuiguk agikhklara sahip metal ag olmasidir.

Bir batarya (100) olup, ozelligi;

e lityum anot (102),

o vyuksek lityum iyon ve oksijen gcozunurlugune sahip elektrolit (104),

+ metal agdan olusturulan, elektrolitte (104) yer alan akim toplayici {107),

e lityum anottaki (102) lityum iyonlarinin, elektrolitten (104) gegerek ylzeyinde Li:O»
olusturduklari, tek veya cift katmanh grafen malzemeden bir althk (110} Uzerinde
formlandinlan ince grafen katot (108)

icermesidir.
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

12

istem 8'e gore batarya (100) olup, dzelligi; elektrolitin (104), 1,2-dimetoksietan ve tetraetilen

glikol dimetil eterden olusan gruptan secilmesidir.

istem 97a gore batarya (100) olup, ozellidi; elektrolitin (104), LINO; ve (Lityum Bis

(triflorometansulfonil)imidden) olusan gruptan segilen bir cozuneni icermesidir.

Bir bataryanin (100) olusturulmasina yonelik bir ydontem olup, ozelligi;

e bir althk (110) uzerinde ince grafen katodun (108) olusturulmasi,

¢ bir lityum anodun (102) saglanmasi,

e ince grafen katot (108) ve lityum anot (102) arasinda bir elektrolitin (104)
konumlandiriimasi

igslem adimlarini icermesidir.

Istem 11'e gore yontem olup, ozellidi; grafen katodun (108), tek katmanh grafenden ve gift

katmanl grafenden olusan gruptan secilen bir katman olmasidir.

Istem 11'e gore yontem olup, ozelligi; elektrolitin (104), 1,2-dimetoksietan icermesidir.

Istem 11'e gore yontem olup, ozelligi; bataryanin (100), tetraetilen glikol dimetil eter

icermesidir.

istem 11e gore yodntem olup, ozelligi; elektrolitin (104), LINO; ve (Lityum Bis

(triflorometansulfonil)imide }den olusan gruptan segilen bir cozuneni icermesidir.

Istem 11'e gore yontem olup, ozellidi; elektrolitte (104) bir akim toplayicinin (107) yer

almasidir.

Istem 16'ya gore yontem olup, ozelli§i; akim toplayicinin (107), paslanma gelik ve
titanyumdan olusan bir gruptan secilen bir malzemeden olusturulan ve 38 pm'den daha

kuguk acikhklara sahip metal ag olmasidir.

Istem 11'e gdre yontem olup, dzellidi; ince grafen katodun (108) olusturulmasi igin:
+ grafen katmaninin bir ilk yuzey uzerine yerlestirilmesi,
« ince grafen katmanin ilk yuzeyden bir ara yuzeye aktarilmasi,

* ince grafen katmanin ara yuzeyden altliga (110) aktanlmasidir.
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19. istem 18'e gore ydntem olup, ozelligi; ince grafen katmanin ara yiuzeye aktariimasi
sonrasinda ara vyuzeyin bir maske olarak kullanilarak ince grafen katmaninin

bicimlendirilmesidir.

5  20.Istem 18e gore yontem olup, dzelidi; ilk yuzeyin bakirdan, ara yuzeyin poli{metil metakrilat)

ve etilen-vinil asetattan olusan gruptan secilen bir malzemeden olusturulmasidir.
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TARIFNAME
MIKRO BATARYA iQiN INCE KATOT
Teknik Alan

Mevcut bulug genellikle bataryalarla ve daha belirgin olarak lityum-oksijen bataryalarda ince

karbon katot kullanimi ile ilgilidir.
Onceki Teknik

Lityum-iyon bataryalar tuketici elektronigi, otomotiv, tibbi cihazlar ve ev enerji depolamasi gibi
alanlarda yaygin olarak kullaniimaktadir. Katot yapisina lityum iyon girisi olan bir reaksiyonda,
konak katoda vyerlestirilebilen lityum iyon sayisi bataryada depolanan enerji miktanni
belirlemektedir. Bunun bir sonucu olarak, bataryanin depolama kapasitesini arttirmak icin buyuk
bir katoda ihtivagc duyulmaktadir. Bu sebepten dturl, kullanima uygun bir enerji yogunlugu
saglayan kullanish bir lityum iyon bataryanin ne kadar kuicuk yapilabilecedine dair bir limit

vardir.

Lityum-oksijen batarya kimyalan (orn. sirasiyla sadece katot kutlesine veya hacmine gore
vaklasik 3,213 Whikg ve yaklasik 7,422 Wh/L), en yayin olarak kullamlan lityum-iyon katot
malzemelerinden biri olan LiCoOyden (orn. sirasiyla sadece katot kutlesine veya hacmine gore
yaklasik 1,095 Wh/kg ve yaklasik 5,543 WHh/L) daha yuksek bir gravimetrik ve hacimsel eneriji
yogunluguna sahiptir. Bu sebepten ofuru, lityum-oksijen bataryalari, enerji kapasitesinden
fedakarlik etmeden bataryalarin agirhidinin ve hacminin azaltiimasini saglayarak daha da
kucultulmeye yonelik bir yol sunmaktadir. Fakat mevcut lityum-oksijen batarya uygulamalarinda,
minyaturlestiriimis uygulamalar igin hacimsel bir dezavantaja yol agan buyuk, gozenekli katotlar

kullaniimaktadir.
Bulusun Kisa Agiklamasi
Batarya; lityum anot, yuksek lityum iyon ve oksijen ¢odzunurlugune sahip bir elektrolit ve bir althk

uzerinde olusturulan ince bir grafen katot icermektedir. Anottan gelen lityum iyonlari, elektrolit

boyunca taginarak ince grafen katodun yuzeyinde Li»O2yi olugturur.
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Batarya; lityum anot, yuksek lityum iyon ve oksijen ¢cdzunurlugune sahip bir elektrolit, metal
agdan olusturulan ve elektrolitte bulunan bir akim toplayici ve tek- veya cift-katmanh grafen
malzemeden bir altlik Uzerinde olusturulan ince bir grafen katot igerir. Lityum anottaki lityum

iyonlari, elektrolit boyunca taginarak ince grafen katodun ylzeyinde LizO»'yi olusturur.

Batarya olusturmanin bir yontemi, bir althk uzerinde ince bir grafen katodun clusturulmasini
igerir. Bir lityum anot temini ile ince grafen katot ve lityum anot arasina elektrolit uygulanir.

Bunlar ve diger Ozellikler ve avantajlar, ekteki gizimlerle badlantili olarak yapilan detayl

aciklamadan anlasilacaktir.

Sekillerin Kisa Aciklamasi

Asagidaki aciklamalar, takip eden sekillerle baglantili olarak tercih edilen yapilandirmalarin

detaylarini icermektedir;

Sekil 1, meveut bulusun bir yapilanmasi ile uyumlu bir sekilde ince grafen katoda sahip olan bir
lityumm oksijen bataryasinin capraz kesit semasidir.

Sekil 2, meveut bulusun bir yapilanmasi ile uyumlu bir sekilde ince grafen katoda sahip olan bir
lityumn oksijen bataryasinin olugturulmasina ydnelik blok/akis semasidir.

Sekil 3, mevcut bulugun bir yapilanmasi ile uyumlu bir sekilde bir lityum-oksijen bataryasinda
ince grafen katodun kullanimina yonelik etkiyi grafen kaplanmamis ¢iplak althk kullammi ile

kiyaslayarak gosteren bir grafiktir.

Referans Numaralan

100. Batarya

102. Anot

104. Elektrolit

106. Seperator
107. Akim toplayici
108. Katot

110. Althk

302. Dikey eksen
304. Yatay eksen
306. Egri-1
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308. Egri-2

Detayh Agiklama

Mevcut bulusun yapilanmalari, ornegin, ¢ozelti aracil lityum-oksijen batarya desarj reaksiyonu
igin bir cekirdeklenme tohumu olarak kullanima yonelik lityum-oksijen bataryalar olugturmak igin
birkag atomun kalinhginda grafenden olusturulan ince katot (108) katmanini kullanmaktadir. Bu
sekildeki mevecut yapilanmalar, LiCoO: ila LizO2 benzeri bir hacim ile elde edilen LiCoOznin
katot kapasitesinin iki kati olan yaklasik 0.05 mAh/cm?den daha fazla olan katot kapasitesini
saglamaktadir. Mevcut yapilanmalar ayni zamanda LiCoOz'ninkinden iki bin kat daha fazla olan
katot kutlesi basina gravimetrik enerji yo§unlugu ve desarj urtnlerinin agirhd dahil oldugunda

katot kutlesi basina dért kat daha yuksek bir gravimetrik enerji yogunlugu saglamaktadir.

Sekil 1-e istinaden, bir lityum-cksijen bataryasinin (100) capraz kesit gorunumiu gosterilmektedir.
Anot (102), elektrolit (104) ve seperator (106) ile katottan (108) ayrilmaktadir. Elektrolit (104),
desarj reaksiyonu sirasinda anottan (102) katoda {(108) sarj tagiyicilarinin hareketine yonelik bir
iletken kanal saglamaktadir. Seperator (106), anot (102) ve katodun (108), birbiri ile elektriksel
temasa gegcmesini onleyen iletken olmayan ve gozenekli bir yapidadir. Bazi yapilandirmalarda,
elektrolit (104) bir sividir. Dider yapilandirmalarda, elektrolit (104), seperatorun (106) rolunu de
ustlenebilen kati bir malzemedir. Katot {108), esnek veya kati olabilen, iletken olabilen veya
iletken olmayabilen, duz veya puruzlu olabilen ve katodu (108) aktarmak igin kullanilan bir
althikta (110) olusturulmaktadir.

Bir spesifik yapilanmada, anot (102) lityum metal katmandan olusturulmaktadir fakat sodyum
veya diger alkali metaller de bu malzeme yerine kullanilabilir. Bir spesifik yapilanmada, katot
(108), grafenden, tek bir atomun kalinhgina indirgenebilen ve oldukga ince karbon turlerinden
olugturulmaktadir. Bir spesifik yapillanmada, seperatér (106), polietilen veya polipropilen veya
kuvartz (SiO2) mikrofiber filtreler gibi gozenekli bir polimerik filmi olabilir ve 25 pm - 450 pm
arasinda bir kalinlikta clusturulabilir. Mekanik olarak guglu kati elektrolitli yapilanmalarda (bir
seperator olarak islev gosterebilir) (104) yuz nanometreler mertebesinde bir incelikte
olabilmektedir. Bir spesifik yapllanmada, althk (110), silikon wveya silikon dioksit plaka,

paslanmaz celik katmandan, cam veya bir poliimid filmden olusturulabilmektedir.

Bir spesifik yapilanmada, elektrolit (104), tuz olarak LiNOs veya (Lityum Bis
(triflorometansulfonillimide) (LiITFSI), kanstinlacak solvent olarak 1,2-dimetoksietan {DME) veya

tetraetilen glikol dimetil eter {TEGDME) igeren bir ¢ézelti gibi uygun sivi elektrolit malzemeden
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olusturulmaktadir. Elektrolit (104), tek katmanl grafen ve c¢ift katmanli grafen katotlarinda (108)
batarya kapasitesini gelistirmektedir ve LizO2 olusumu sirasinda ara turlerin {(orn. Li* ve Oyp)
yuksek gozunurlugune sahiptir. Ara turler desarj sirasinda elektrolitte (104) ¢ozulebildidi icin, bu
turler, filme cokeltiimekten ve katot yuzeyini pasiflestirimekten ziyade daha buyuk Li:O»
partikullerini olusturmak igin daha uzaga gecis yapabilmektedir. Bu tarz elektrolitler ayni

zamanda az miktarda su igerebilmektedir.

Akim toplayici (107), elektrolitte (104} konumlandirimaktadir ve bazi yapilanmalarda
paslanmaz c¢elikten veya titanyumdan olusturulabilmektedir. Aksi takdirde asinacagi igin
tasarlanan akim toplayici (107), elektrolitle (104) reaksiyona girmeyecek, ornegin herhangi bir
uygun metalden veya diger iletkenden olusturulan bir iletken tel agindan olusturulabilmektedir.
Akim toplayici (107), yaklasik olarak 38 pm'den daha kugiuk acikliklara sahip olan bir ad
icerebilmektedir. Bu boyutlandirma sadece bir drnedi temsil etmektedir—daha ince bir agd, daha
iyi elektron dadihimi saglayacaktir. Akim toplayici (107), bir harici devreye hagdlanmak icin

bataryanin (100) disina gikmaktadir.

Mevcut yapilanmalarin, ince karbon katodun (108) bir bataryada (100) kullaniminin sadece bir
muhtemel ornegini agikladigi anlasiimalidir. Bu yapilanmada ozellikle deginildigi uzere, katot
(108), kimyasal buhar gokeltme (CVD) veya herhangi bir diger uygun mekanizma vasitasiyla bir
bakir katman uzerinde olusturulabilir. Ornegin, bir grafen katmani, karbon atomlarinin
kendilerini, bir veya birden fazla atom kalinhdina sahip duz bir levha haline getirdigi karbon CVD
ile bakir katmanda olusturabilir.

Bazi yapilanmalarda, althk (110) olarak dogrudan bakir katmani kullanabilmektedir. Fakat
deneylerle kanitlandig1 Uzere, bir grafen/bakir elektrotun, 2.1 V:a kadar Li»O: fermasycnunu
sergiledigi, 2.1 Vwun altindaki potansiyellerde bakirdan kaynaklanan elektrokimyasal
reaksiyonlar takip etmigtir. Bu sebepten dturu, meveut yapilanmalar grafeni alternatif bir althk
malzemeye aktarmaktadir. Bu yuzden katot (108}, poli (metil metakrilat) (PMMA), etilen-vinil
asetat (EVA) veva bakir katmani ile asinma secicili§ine sahip olan herhangi bir dider uygun
malzemeden olusturulan bir ara madde tagsima katmanina monte edilebilmektedir. Bakir katman
daha sonrasinda, katodun (108} althk (110) katmanindan ayrilmasina olanak taniyan FeCl; vb.
kullanilarak kimyasal olarak asindirlarak kaldirilmaktadir. Tagima katmani daha sonrasinda,
ornegin, EVA icin PMMA veya ksilene icin aseton kullanilarak kimyasal agindirma yontemi ile
cikariimaktadir ve althk (110) ve katot (108), bataryaya (100) birlestirilebilmektedir. Katodun
(108) uretiimesine ve taginmasina yonelik bu sureg, lityum-iyon katotlarinin ihtiyag duydugu

sekilde yiksek sicakhkh tavlamaya ihtiyag duymamasi acisindan ve katodun (108), iletken
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olmayan veya iletken yuzeye aktarilabilmesi agisindan bir avantaja sahiptir. Fakat bu, ince katot
katmaninin olusturulmasina yonelik sadece bir muhtemel sureci agiklamaktadir—herhangi bir
diger uygun sire¢ de kullanilabilmektedir. Bazi yapilanmalarda, katot (108), yaklasik 1nm - 2nm

kalinliginda olabilmektedir.

Bir lityum-oksijen bataryasinin (100) calismasi sirasinda, lityum iyonlan ancttan (102) katoda
(108) elektrolit (104) boyunca yayillmakta, katotta (108) oksijenle reaksiyona girmekte ve Li;Oz'yi
olusturmaktadir. Pozitif iyonlarin bu hareketine, bir desarj eylemini temsil eden cihaza (100)
dodru akim toplayicida (107) elektronlarin bir akisi eslik etmektedir. LizO2, bu desarj eylemi

sirasinda katodun (108) yuzeyinde toplanmaktadir.

Sekil 2'ye istinaden, bir bataryamin (100) uretilmesine yonelik bir yontem gosterilmektedir. Katot
(108), birinci althkta olusturulmaktadir. Yukarida belirtildigi Uzere, katot (108} spesifik olarak
grafenden olugturulabilmekte ve oldukca ince olabilmektedir (orn. yaklagik 1 nm - 2nm) ve
hirinci althk bakirdan veya nikel olabilmektedir. Katot {108), katot malzemesinin (6rn. karbon) bu
sekilde birinci althgin yuzeyinde kendini organize etmesine olanak saglayan CVD veya herhangi

hir diger uygun birikim ile olusturulabilmektedir.

CVD, oda sicakhidindan daha yuksek sicaklikta (orn. yaklasik 25 T ila 900 C) gazl tepkiyenler
arasinda kimyasal reaksiyonun bir sonucu olarak biriktirilmig turlerin olugturuldugu bir birikim
surecidir. Reaksiyonun kati urunu, kati urunun bir filminin, kaplamasinin veya katmanin
olusturulacagr yuzey uzerinde biriktirilmektedir. CVD sureclerinin  varyasyonlari, kisitlayici
olmayacak sekilde Atmosferik Basingh CVD (APCVD), Dusuk Basingh CVD (LPCVD), Plazma
Gelistiriimis CVD (PECVD) ve Metal-Organik CVD (MOCVD) igermektedir ve bunlarin

kombinasyonlari da kullanilabilmektedir.

Daha sonrasinda, bir tasima katmam katot (108) katmanina badlanmaktadir. Tasima
katmaninin spesifik olarak, ornegin PMMA’dan olusturulabilmesi tasarlanmaktadir, birinci ve
ikinci althklarla ve katotla (108) asinma secgiciliine sahip olan herhangi bir malzemenin
kullanilabildigi anlasiimalidir. Tasima katmani, dondurmeli kaplama dahil herhangi bir uygun
mekanizma ile uygulanabilmektedir. Burada kullanildigi Uzere, bir malzeme g¢ikarma surecine
referansla “segici” terimi, bir birinci malzemeye yonelik malzeme g¢ikarma oraninin, malzeme
gikarma surecinin uygulandigi yapinin en azindan bir diger malzemesine yonelik cikarma

oranindan daha buyuk oldugunu gostermektedir.
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Birinci altlik, FeCls; gibi herhangi uygun bir i1slak veya kuru agindirma bilesigi kullanarak kazinip
cikanimaktadir. Katot (108), tasima katmanina bagl kalmaktadir ve ikinci althk (elde edilen
bataryanin  (100) althgini (110} olusturmaktadir) uzerinde bulunan konuma hareket
ettirilebilmektedir. ikinci altlik ile kaplanan katot (108), bir fotorezist olarak tagima katmanin
kullanarak tercihe bagl olarak bigimlendirilebilir. Tasima katmani ile kaplanmayan katot (108)
yuzeyi segici olarak gikanlabilmektedir. Katodun (108) grafenden ve tagima katmaninin
PMMA'dan olusturuldugu ornekte, grafen katodu (108), oksijen plazma kullanilarak asindinlp
cikarilabilmektedir. Bu islem, sert kimyasal asindirma yontemlerine ihtiya¢c duymalarindan dolayi
LiCoOy,, LiFePQ,, veya LiNixMn,Co,O2'den olusturulan inorganik katotlarin sekillendiriimesinden
daha basit bir surectir. Batarya takimlari ve beraberindeki devre tasarimi benzer bir sekilde
ozellikle mikron olgekli cihazlar icin grafen bazli katotlarin basit bir sekilde mikro diuzeyde

hicimlendirme ile basitlestiriimektedir.

Katot (108), ikinci althga baglanmaktadir. ikinci altlikla katodu (108) birlestirmek icin herhangi bir
yapistiriciya ihtivag duyulmayabilmektedi—bunun yerine Van der Waals etkilesimleri gibi bir
cekim kuvveti mevcuttur. Tasima katmani daha sonrasinda, aseton gibi herhangi uygun bir 1slak
veya kuru asindirici kullanarak althkta (110) katodu (108) terk etmek uzere asindirihp

cikariimaktadir.

Akim tasiyici (107), bir iletken ag formunda katot (108) katmaninin ust kismina eklenmektedir.
Bundan sonra, bir seperator (106), akim tasiyicisina (107) eklenerek akim tasiyiciyr (107) ve
katot (108) katmanini kaplamaktadir. Seperator (106), ince bir godzenekli membran
tabakasindan olusturulabilmektedir. Anot (102), seperatore (106) eklenmektedir. Anot (102),
lityum, LiCs, LirTisO12 veya Liz4Si gibi bir uygun metalden olusturulmaktadir. Bir sivi elektrolit,
anot (102) ve katot (108) arasina uygulanmaktadir. Spesifik olarak elektrolit (104}, bir eter-bazli
solventte (orn. DME, TEGDME) karistinlan tuzlar olarak LiINOs; veya LiTFSldan
olusturulabilmekle birlikte bunun vyerine herhangi bir uygun elektrolit bilesimi de

kullanilabilmektedir.

Mevcut bulusun yonleri, verilen aciklayici yapi agisindan tarif edilecek olmasi anlasilacaktr,
fakat diger tasarimlar, yapilar, althk malzemeleri ve sureg ozellikleri ve adimlari, mevcut bulugun

yonlerinin kapsami icerisinde degiskenlik gosterebilmektedir.

Sekil 3'e istinaden, Volt olarak dlgilen dikey eksendeki (302} hlcre voltaji ve 4 pA/em? akim
yogunlugunda mAh/cm? olarak dlgllen yatay eksendeki (304) yluk kapasitesi arasindaki baglant

grafigi, ¢ozelti aracih lityum-oksijen bataryasi desarj reaksiyonlarina clanak sagdlamak igcin LINO3
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ile kanigtinilan bir DME bazh elektrolitte iki farkh katot malzemesi igin gosteriimektedir. Silikon
veya silikon dioksit katmani, egri-2 (308) ile gosterilmektedir ve bir silikon veya silikon dioksit
katmanina monte edilen bir grafen katmani, egri-1 (306) ile gosterilmektedir. Bu katotlar (108),
anot (102) olarak lityum metale karsi test edilmistir. Bir duz voltaj profili, edri-1 (306) igin
vaklasik olarak 2.5 V seviyesinde gosterilmektedir, fakat plaka ile herhangi bir onemli desar;j
kapasitesi saglanmamaktadir. Benzer sonuglar, TEGDME'ye dayali olarak elektrolit cozeltileri ile
saglanmaktadir.

Desarj reaksiyonun desarj Urunlerinin LizO; oldugu Raman spektrumu (orn. bir 532 nm lazer
kullanarak) ile pristin ve desarj edilmis grafen katotlar (108) dlgulerek onaylanmaktadir. Desarj
sonrasinda LiOz’nin O-O bag gerginligine tekabul eden yaklasik 790 cm™ seviyesinde bir tepe
noktasi ortaya gikmaktadir. Li-O, buyumesi, tek/cift katmanh grafen ile etkinlestirilir. Grafen
yuzeyi, iletken olmayan althk (110) mevcudiyetinde bile Li,O» buyumesi igin bir kaynak olarak
islev gosterebiimektedir. Bir TEGDME elektroliti ve 0.5 M LiNO3 cozeltisi ile, mevcut
yapllanmalar, 24 uA/cm? akim yodunlugunda vyaklasik 60 pAh/cm? kapasitesini

saglayabilmektedir.

Katman, bolge veya altlik gibi bir elemanin, bir dider eleman “ustunde” veya "Uzerinde* oldugu
ifade edildidinde, diger eleman Uzerinde dogrudan var olabildidi veya arada baska elemanlarin
da mevcut olabilecegi anlagiimahdir. Buna kargin, bir eleman, hir diger elemanin “dogrudan
ustunde® veya “dogrudan uzerinde® olarak ifade edildiginde, herhangi bir ara eleman mevcut
olmamaktadir. Bir eleman, bir diger elemana “baglanmis® veya “bagli” olarak ifade edildiginde,
diger elemana dogrudan baglanmig veya bagli olabilmektedir veya ara elemanlar mevcut
olabilmektedir. Buna karsin, bir eleman, bir dijer elemana “dogrudan baglanmig® veya

“dogrudan bagh” olarak ifade edildiginde, herhangi bir ara eleman mevcut olmamaktadir.

Mevcut yapilanmalar, grafiksel bir bilgisayar programlama dilinde olusturulabilen ve bir
bilgisayar depolama ortaminda (ornegin bir depolama erisim aginda oldugu gibi bir disk, bir
disk, kaset, fiziksel sabit surlicli veya sanal sabit suriicl) depclanan bir entegre devre ¢ipine
yonelik bir tasarimi igerebilir. Tasarimei, gipleri uretmek icin kullanilan cipleri veya fotolitografik
maskeleri Uretmezse, fiziksel yontemlerle (orn. tasarimi depolayan depolama ortaminin bir
kopyasini saglayarak) veya elektronik olarak (internet vasitasiyla) ortaya gikan tasarimi bu tarz
varliklara dogrudan veya dolayli olarak iletebilmektedir. Depolanan tasarim daha sonrasinda
genellikle bir plaka Uzerinde olusturulacak olan sbz konusu ¢ip tasariminin gok sayida kepyasini

iceren fotolitografik maskelerin uretimi icin uygun formata (orn. GDSIl) donusturulmektedir.



10

15

20

25

30

35

Fotolitografik maskeler, asindinhp c¢ikarilacak olan veya baska bir sekilde islenecek olan

plakanin (ve/veya buradaki katmanlarin) alanlarini belirlemek igcin kullaniimaktadir.

Burada agiklanan yontemler, entegre devre ciplerinin Uretiminde kullanilabilmektedir. Ortaya
¢cikan entegre devre cipleri, sadece kalip clarak ham plaka formunda (bir baska ifadeyle, ¢ok
sayida paketlenmemis ciplere sahip bir tek plaka olarak) veya bir paketlenmis formda uretici
tarafindan dagitilabilmektedir. Sonraki asamada ¢ip, bir tek ¢ip paketinde (6rnegin bir ana karta
veva diJer daha yuksek seviyeli tagiyiciya birlestirilen uglarla bir plastik tasiyici) veya cok cipli
pakette (6rnedin yluzey ara baglantilarina veya gomiuli ara baglantilara sahip olan veya her
ikisine sahip olan bir seramik tasiyici) monte edilmektedir. Her durumda, ¢ip daha sonrasinda
diger ciplerle, ayrik devre elemanlariyla ve/veya (a} bir ana kart gibi bir ara urinuin veya (b) bir
son urunun bolumu olarak diger sinyal isleme cihazlariyla entegre edilmektedir. Son Urun,
entegre devre cipi iceren oyuncak ve dider dusuk uglu uygulamalardan gelismis bilgisayar
urunlerine; ekrana, tus takimina veya diger girdi cihazina ve bir merkezi iglemciye sahip olan

herhangi bir Oriin olabilmektedir.

Malzeme bilesiklerinin, SiGe gibi listelenen elemanlar agisindan agiklanacadi anlagilimahdir. Bu
bilesikler, bilesik icerisindeki elemanlanin farkli oranlarini igermektedir; érnedin, SiGe, SiGe+xi
icermektedir ki x, 1'den daha azdir veya 1'e esittir. Ek olarak, dider elemanlar, bilesige dahil
edilebilmektedir ve hala mevcut prensiplerle uyumlu bir sekilde iglev gosterebilmektedir. Ek

elemanlara sahip bilesikler, burada alasimlar olarak ifade edilecektir.

Tarifnamede, “yapillanma‘ veya “mevcut yapllanma“ ve ayni zamanda bunlann diger
varyasyonlariyla yapilan atiflar, belirli bir zelligin, yapinin, niteligin ve yapilanmalarla baglantili
olarak yapilan aciklamalarin en az bir yapilanmada yer almasi anlamina gelmektedir. Bu
sebepten oturu, tarifname boyunca cesitli yerlerde yer alan “bir yapilanmada® veya “mevcut
yapilanmada“ ibaresinin ve ayni zamanda herhangi bir diger varyasyonun, ayni yapllanmaya

refere edilmesi gerekli degildir.

Ormedin “A vel/veya B* ve “A ve B:den en az bir tanesi® durumlarinda /", “ve/veya“ ve “en az bir
tanesi” terimlerinin kullanimi ile, sadece ilk listelenen segenedin (A} segiminin veya sadece
ikinci listelenen secimin (B) seciminin veya her iki segimin (A ve B) sec¢iminin kapsanmasi
amagclanmaktadir. Bir dijer drnek olarak, “A, B ve/veya C" ve “A, B ve C'den en az bir tanesi”
durumlarinda, bu tarz ibareler ile, sadece ilk listelenen secenegin (A) segiminin veya sadece
ikinci listelenen segenedin (B) seciminin veya sadece Ucuncu listelenen segenegdin (C) segiminin

veva sadece ilk ve ikinci listelenen segeneklerin (A ve B} seciminin veya sadece ilk ve Uguncl
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listelenen seceneklerin (A ve C) seciminin veya sadece ikinci ve Uglincu listelenen segeneklerin
(B ve C) seciminin veya tum u¢ secenedin (A ve B ve C) seciminin kapsanmasi
amaclanmaktadir. Bu durum, listelenen bircok madde icin bu ve ilgili teknikte tecribe sahibi bir

kisi tarafindan hali hazirda anlasildid1 uzere genisletilebilmektedir.

Burada kullanilan terminoloji, sadece belirli yapilandirmalarin agiklanmasi amacini tagimaktadir
ve ornek yapilandirmalan kisitlayici amacl degildir. Burada kullanildidi uzere, “bir® gibi tekil
formlarla, igerikte aksi belirtiimedikge c¢odul formlarin da igcerilmesi amaglanmaktadir.
“Icermektedir, “iceren®, “dahil etmektedir vefveya “dahil olan“ terimlerinin kullaniminda,
belirtilen ozelliklerin, sayilarin, adimlarin, islemlerin, elemanlarin ve/veya bilesenlerin
mevcudiyetini belirttigi anlasilacaktir, fakat bunlarin bir veya birden fazla diger dzelliginin,
sayisinin, adimlarinin, iglemlerinin, elemanlarinin, bilesenlerinin  ve/veya gruplarnnin
mevcudiyetini veya eklenmesini sinirlamamaktadir.

“Altinda®, “asagisinda, “alt®, “lzerinde”, “Ust* ve benzeri konumlandirma ilgili terimler, sekillerde
gosterildigi Uzere bir diger elemanla veya ozellikle bir eleman veya ozellik iliskisini agciklama
kolayligi agisindan kullanilabilmektedir. Konumla ilgili terimler ile, sekillerde gosterilen
yonlendirmeye ek olarak kullanimda veya galismada cihazin farkli uygulamalarinin agiklanmasi
amaclanmaktadir. Ornedin, sekillerde bulunan cihazin dondurilmesi halinde, diger elemanlarin
veya dzelliklerin “agadisinda”“ veya “altinda” olarak tarif edilen elemanlar daha sonrasinda diger
elemanlarin veya ozelliklerin “uzerinde” olarak ifade edilecektir. Bu sebepten oturt, “altinda®
terimi, uzerinde ve altinda bir yonlendirmeyi kapsayabilmektedir. Cihaz bagka bir sekilde de
yonlendirilebilmektedir (90 derece veya diJer yonlendirmelerde dondurulmektedir) ve burada
kullanilan konum/pozisyon ile ilgili agiklamalar da bu sekilde yorumlanabilmektedir. Ek olarak,
bir katmanin iki katman “arasinda” oldugu ifade edildiginde, bu katman iki katman arasindaki tek

katman da olabilir veya bir veya daha fazla katman da burada yer alabilir.

Birinci, ikinci ve benzeri terimler gesitli elemanlan agiklamak icin kullanilabilmesine ragmen, bu
elemanlarin bu terimlerle kisitlanmamasi gerektigi anlasiimahdir. Bu terimler sadece bir eleman
bir diger elemandan ayirt etmek icin kullaniimaktadir. Bu sebepten oturl, asadida aciklanan bir
birinci eleman, mevcut bulusun kapsamindan ayrilmaksizin bir ikinci eleman olarak

nitelendirilebilmektedir.

Sistemin ve yontemin tercih edilen yapilanmalarin agiklanmasiyla (agiklayici olmasi ve
kisitlayici olmamasi amaglanmaktadir), maodifikasyonlar ve varyasyonlar, yukaridaki ogretilerin

1Isiginda teknikte uzman bir kisi tarafindan olusturulabilir. Bu sebepten oturl, degisimlerin,
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asagidaki istemlerle tasarlandigr gibi bulusun kapsami igerisinde tarif edilen belirli
yapilanmalarda olusturulabildigi anlasilacaktir. Bulusun uygulamalarinin bu sekilde agiklanmasi
sayesinde, patent hukukunun gerektirdidi kapsamlarla veya secicilikle, istemlerin patent ile

korunmasi amaglanmaktadir.
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